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RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar a influéncia do uso de um pé nanocristalino de AIN
sintetizado em um reator a plasma na densificagdo de um p6 comercial de AIN. As amostras foram
preparadas nas seguintes proporgoes: 0, 25, 50 e 100 % em peso de p6d de AIN nanocristalino. As
amostras foram sinterizadas em um dilatbmetro a 1850°C por 1 hora sob um fluxo de gas
nitrogénio de 1L.min", com taxa de aguecimento de 10°C.min.”". As técnicas analiticas
empregadas foram difratometria de Raios X e microscopia eletrénica de varredura. Também foram
determinadas as densidades a verde e dos corpos sinterizados e foram analisadas os dados de
dilatometria. A adigdo do p6 nanomeétrico favoreceu a densificagdo do p6 comercial, entretanto
observou-se formagédo de aglomerados na microestrutura.
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A ceradmica de nitreto de aluminio (AIN) apresenta um conjunto de propriedades, tais como
alta condutividade térmica, boa isolagdo eléirica, baixa constante dielétrica, coeficiente de
expans&o térmico préxima ao do silicio € ndo toxica, que a torna uma excelente candidata a
substituir as ceramicas de ¢xido de aluminio (Al,O;) e 6xido de berilio (BeO) na produgdo de
dispositivos semicondutores. A condutividade térmica tedrica do monocristal de AIN & de
320 W/mK, que corresponde a 80 % da condutividade térmica do cobre. No entanto, o p6 de AIN
puro & dificil de ser sinterizado sem pressdo, além de apresentar baixa condutividade térmica. O
AIN tem baixa sinterabilidade devido a sua forte ligagdo covalente Al—N. Além disso, a presenga
de impurezas metalicas e alto teor de oxigénio reduzem drasticamente a sua condutividade
térmica. O AIN em contato com o meio ambiente reage com o oxigénio fomando uma camada
superficial de 6xido ou hidréxido de aluminio. Durante a sinterizagdo, o oxigénio entra em solugdo
solida na rede cristalina do AIN ocupando os sitios dos atomos de nitrogénio, gerando assim
lacunas de aluminio. A presenga destas lacunas de aluminio causam espalhamento dos fénons no
interior da rede cristalina do AIN, o que afeta a sua condutividade térmica .

Os aditivos mais usados para se obter cerdmicas de AIN com alta densidade e alta
condutividade térmica sdo oxido de calcio (CaO) e éxido de itrio (Y,03). O aditivo reage com o
Al203 presente na superficie do p6 de AIN formando segundas fases (aluminatos), que se tornam
liquidos em altas temperaturas. Além de favorecer a densificagdo do AIN os aditivos também
inibem ou reduzem a dissolugéo de oxigénio para dentro da sua rede cristalina, o que aumenta a
sua condutividade térmica @ . Ceramicas de AIN com condutividade térmica ao redor de 150 W/mK
tem sido produzidas por sinterizagdo sem pressdo e com aditivos a altas temperaturas (1800 °C ou
maiores). Recentemente, os estudos estdo voltados para diminuir a temperatura de sinterizagdo do
AIN, que favorece a fabricagdo de dispositivos eletronicos, além de reduzir os custos € melhorar as
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